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Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Brfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von polierten Halbleiteroberflidchen, insbesondere
von polierten Siliziumeinkristallscheiben fir die
Halbleiter-Bauelementeindustrie.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Die Herstellung von polierten Halbleiterocberflichen
ist bekannt. Polierte Halbleiteroberflichen werden
durch mechanische, chemische und chemisch-mechani-
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sche Polierverfahren hergestellt. Rei chemisch-me-
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chanischen Polierverfahren werden im allgemeinen Po-
liermittel, wie Kieselsdure, Siliziumdioxid sowie

andere silikatische und oxidische Stoffe mit feinster
Xornung und entsprechender Hirte verwendet. Diesen Po-
liernitteln, die in widBriger TForm als Suspension ver-
wendet werden, setzt man zur Erzielung htherer Abtrags-
geschwindigkeiten verschiedene Stoffe, wie Alkalihydro-~
xide, oder auch organische Verbindungen, zum Beispiel
Amine, zu.

So ist zum Beispiel auch bekannt, dafl man durch eine
Erhthung der Alkalitit der Poliermittelsuspension iber
einen pH-Werlt von 11,5 hinaus die Abtragsgeschwindigkeit
steigern kann.

Die bekannten chemisch-mechanischen Polierverfahren bha-
ben verschiedene Nachteile. Bei Verwendung von Alkali-~
hydroxiden entspricht die Beschaffenheit der polierten
Oberfliche den Exfordernissen, die Abtragsgeschwindig-
keit ist jedoch zu gering. Ein weiterer Nachiteil ent-
steht durch das Absinken des pH-Wertes infolge der Reak-
tion des Alkalihydroxides mit dem Siliziumdioxid, bezie-~
hungsweise Silikat, in der Polieraittelsuspension. Da-
durch sinkt die Abtragsgeschwindigkeit weiter ab, so-
fern nicht durch Zugabe von neuem Alkalihydroxid der
pH~VWert korrigiert wird. Die Erhthung der Alkalitid

iber einen pH-~Vert von 11,5 hinaus auch unter Verwen-
dung von Aminen, wie in der DT-0S 2 305 188 beschrie-
ben, hat neben dem bereits dargelegten Hachteil der
zeitlichen Anderung des pH~VWertes eine sogenannte Illar-~
bigkeit der Oberflédche der polierten Halbleiterscheiben
zur Folge.
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Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstel-
lung polierter Halbleiterscheiben zu entwickeln, mit
dem eine hthere Abiragsgeschwindigkeit ohne Beein-
trachtigung der Qualitidt der polierten Halbleiter-
oberfliche erreicht wird.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Die Aufgabe wird dadurch geldst, daf Halbleiterober-
fldachen, insbesondere Siliziumeinkristallscheiben, in
an sich bekannter Welse mit Hilfe von Poliermitieln in
Form wiBriger, alkalischer Suspensionen von Silizium-
dioxid oder Silikaten mit einem pH-Wert von 9 bis 11,5,
der durch Zusatz von Alkalihydroxid oder Aminen oder
von Alkalihydroxid und Aminen eingestellt wird, poliert
werden, wobei jedoch getrennt von der Poliermittelsus-
pension eine widBrige Losung von Hydrazin, eines Amins
oder eines Gemisches beider, direkt der Polierplatite
zugefihrt wird. Die Zufuhr dieser LSsungen unmittelbar
auf die Polierplatte wird 2 bis 15 NMinuten vor Beendi-
gung des Polierprozesses abgebrochen. Dadurch, dall die-
se Zusidtze erst auf der Polierplatte mit der Poliermit-
telsuspension vermischt werden, sowie durch den Abbruch
ihrer Zufuhr vor Beendigung des Polierprozesses wird
die Poliergeschwindigkeit erhsnt und die Bildung einer
narbigen Oberflidche auf den zu polierenden Halbleiter-
scheiben vermieden. Durch das erfindungsgemiflle Verfah-
ren werden mit einem nur geringen technischen Aufwand
in der gleichen Zeit betrdchtlich mehr Haldbleiterschei-
ben in guter Qualitédt mit hoher Ausbeute poliert.

Die Fonzentration der wiBrigen Losungen von Hydrazin,
Amin oder eines Gemisches beider hat einen Wert von

0,2 bis 20 Gewichtsprozent. Die ZufluBgeschwindigxeit
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betrigt 0,5 bis 10 ml/min. Die Abtragsgeschwindigkeit
ist von der in der Zeiteinheit der Polierplatte zuge-~
fithrten lenge des entsprechenden Zusatzes abhingig.
Setzt man elner der liblicherweise verwendeten Polier-
mittelsuspensionen Hydrazin zu, dann erreicht man in
einem Konzentrationsbereich von 0,05 bis 10 Gewichts-
prozenten ebenfalls eine Erhthung der Poliergeschwin-
digkeit.,

Ausfiithrungsbeispiel

Die Erfindung soll nachstehend an zwei Beispielen
ndher erléutert werden:

Beispiel 1:

Zu einer Suspension aus 4,6 1 deionisiertem vJasser und
00 g amorphem 510, werden 30 g KOH gegeben. Diese Sus-
pension wird mit einer Tropfgeschwindigkeit von 27 ml/
min einer rotierenden Polierplatie zugefithrt., Zusdtz~
lich wird eine 10 %ige Losung von Athylendiamin mit
einer Tropfgeschwindigkeit von 1,8 ml/min der Polier-
platte zugefiihrt, Zehn MNinuten vor Beendigung des Po-~
liervorganges wird der ZufluB der Athylendiaminldsung
abgebrochen. Die Abtragsgeschwindigkeit betrigt 0,62
/um/min.

Beispiel 2:

Zu einer wie im ersten Beispiel beschrieben hergestell-
ten Suspension werden 100 ml einer 25-gewichtsprozenti-
gen Hydrazinlosung zugefiligt und mit einer Geschwindig-
keit von 30 ml/min auf eine rotierende Polierplatte ge-
tropft. Zusitzlich wird auf die Polierplatte eine wil-
rige Losung, die 8,5 % Athylendiamin und 2 % Hydrazin
enthidlt, mit einer Geschwindigkeit von 1,5 ml/min ge-~
tropft. Wenn die Dicke der zu polierenden Siliziumein-
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kristallscheiben etwa 2 /um iiber dem geforderten Dik-

kenwert liegt, wird der Poliervorgang ohne Zugabe der

wifrigen Losung von Athylendiamin und Hydrazin fortge-
setzt. Nach etwa 10 Minuten ist der Poliervorgang be-

endet. Die polierten Scheiben sind blank, ohne Kratzer
und Narben.
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Erfindungsanspriiche:

1. Verfahren zur Herstellung von polierten Siliziumein-
kristallscheiben, mit Hilfe von Poliermitteln in Form
wdBriger alkalischer Suspensionen von Siliziumdioxid
oder Silikaten mit einem pH-Wert von 9 bis 11,5, der
durch Zusatz von Alkalihydroxid oder Aminen oder von
Alkalihydroxid und Aminen eingestellt wird, dadurch
gekennzeichnet,

daB8 der Polierplatte getrennt von der Poliermittel-~-
suspension eine wdBrige L6sung von Hydrazin, eines
Amins oder eines Gemisches beider zugefiihrt und die
Zufuhr 2 bis 15 Minuten vor Beendigung des Polier-

prozesses abgebrochen wird.

2. Verfahren zur Herstellung von polierten Silizium-
einkristallscheiben nach Punkt 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

daB eine wdBrige L&sung von Hydrazin, eines Amins oder
eines Gemisches beider eine Xonzentration von 0,2 bis
20 Gewichtsprozent hat und mit einer Geschwindigkeit
von 0,5 bis 10 ml/min der Polierplatte zugefiihrt wird.
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